[image: image1.png]Une diode zener est caractérisée par :

- 1a tension de régulation Uzt .

- les tensions MAX et MINT de zener .
- le courant Izm de régulation maxi .

- la puissance maxi Pm que la diode peut dissiper

- 1a valeur absolue de I’intensité maximale Im du courant .

- I'intensit é de test Izt .
EXEMPLE :
référence type de dieode | marque | tension Uz Izt normale Im maximum | Pm
BZX 85 C9V1 { au silicium SILEC | 9.1v 25 mA 120 mA 12W
BZX 83 C6V2 | ausilicium SILEC | 6.2V 35 mA 170 mA 15W
BZ 14 au silicium DARIO] 356v 200 mA 500 mA 1.2W
Types — | Voiim ridln I rax et e Dirve V. | hava | ¥y | hu
BZX85C2V 7 25 29V - 20Q 80mA (400 Q31 mA |- 007%°C | 150nA | 1 V [370mA
“3vae 28 32V 200 80mA 400 Qa1 mA[- 007%°C | 100nA | 1 V [340mA
" 3V3 31 35V 20Q 80mA (400241 mA |- 006%/°C | 40nA | 1 V [320mA
“  3VE 34/ 38V 20 60mA (500 2a1 mA |- 006%/°C | 20nA | 1 V [290mA
3ve M 41V 15Q 60mA [500 Qa1 mA|-005%/°C | 10nA | 1 V |280maA
5V 1 48 54V 10Q 45mA 500 Qa1 mA| 0,01 %/°C tnA | 15V [200ma
5V6 526 V 7Q 45mA {400 Qa1 mA| 0,03 %/°C 10A | 2 V|190mA
“ 8vV2 58/ 66V 4Q 38mA [300Qa1 mA] 004%°CC] 1nA | 3 V [170mA
"9V 85 96V 5Q 25mA [200Q305mA| 0,06 %i°C 1nA | 68V [120maA
" 10 9,4110,5 V 1Q 25mA [2000a05mA| 007%/°C | B35nA [*7 v [105ma
" 12 11,4127V e 20mA |350Q205mA| 007%°C | 05nA | 9,1V | 88mA
“ 15 138156 V 15Q 15mA |500 Qa05mA| 008%°C | 050A |11 V| 71ma
- 18 16,819,1 V 20Q 15mA |500Qa05mA| 008%/°C | 050A |13 V| 62mA
“ 20 18,8212V 24Q 10mA [600Q305mA| 008%/°C | 05nA |15 V| 56mA
BZC85C 24 28258V 5Q 10mA |6002405mA| 008%°C | 05nA [18 V| 47mA
Fig. 26 - Diodes Zéner 1,3 W ty; maxi 175 °C Caractéristiques a t, = 25 °C Boitier D041
(Encombrements § 17.5.11.)
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OBJECTIF



A Relever et tracer la caractéristique directe et inverse d’une diode zener.



B  Etude de la stabilisation par diode zener.

A Caractéristique directe / inverse d’une diode zener

PRINCIPE

On utilise une diode zener en série avec une résistance de protection. Cette diode sera alimentée par une alimentation stabilisée.
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1 Caractéristique direct 
Id=f(Ud)

Diode utilisée :

( Donner les caractéristiques de cette diode

( Placer les appareils de façon à mesurer Id et Ud

( Calculer la résistance de protection

( Réaliser le montage

(Effectuer le relevé de la caractéristique directe Id=f(Ud)

(Tracer la courbe sur feuille millimétrée, en déduire la tension de seuil Uo

2 Caractéristique inverse 
Iz=f(Uz)


Le schéma est le même que pour la caractéristique directe, seule la diode zener est inversée.


Attention à ne pas dépasser la valeur Imax donnée par le constructeur.


( Placer les appareils de façon à mesurer Iz et Uz

( Calculer la résistance de protection

( Réaliser le montage

(Effectuer le relevé de la caractéristique inverse Iz=f(Uz)

(Tracer la courbe sur feuille millimétrée, en déduire la tension zener Uz

B  Etude de la stabilisation par diode zener.

OBJECTIF

Dans le sens inverse la diode zener ne conduit que pour U > Uz, la caractéristique inverse montre que la tension aux bornes de la diode est à peu prés indépendante du courant.

Donc lorsque la tension d'entrée varie le courant dans la diode varie mais la tension de sortie ( aux bornes de la diode zener ) reste pratiquement constante. Cette propriété est utilisée dans les montages régulateurs de tension.

L'objectif est de vérifier cette régulation en traçant la courbe Us = f ( Ue ), et vérifier la variation d'intensité en traçant la courbe Us = f ( Is ).  
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IS < 100mA





Pour Rc= 1000(





Calculer Rp en tenant compte des caractéristiques de la diode zener


Placer correctement les appareils, faire varier Ue de 0 à 20V et relever les valeurs Us, Iz et Is 


Tracer la caractéristique de stabilisation AMONT    Us = f(Ue)








Calculer Rp en tenant compte des caractéristiques de la diode zener et en sachant que Rc varie de 0 à 1000(


Placer correctement les appareils, faire varier Rc de 0 à 1000(  et relever les valeurs Us, Iz et Is 


Tracer la caractéristique de stabilisation AVAL    Us = f(Is)
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